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研究领域：半导体器件模型、模拟及参数提取

办公电话：86-10-6275 5233

电子邮件：gangdu@pku.edu.cn

 

科研/教育经历

       1975年出生于四川，1998年和2003年在北京大学先后获得理学学士和理学博士学

位。2003年进入北京大学信息学院做博士后研究，2005年任副教授，2012年任教授。

 

 

主要研究方向

       主要研究领域为半导体器件模型、模拟及参数提取。

 

研究成果概况

       在纳米尺度器件模拟方法研究方向，针对不同工作机理器件研究的需要，建立了系列

器件模拟工具；（2）针对量子效应影响下的非稳态输运问题,提出了一种求解波尔兹曼方

程的MC模拟方法，建立了Ge、Si、GaAs等材料的三维全能带MC器件模拟平台,满足了

22nm及以下技术节点器件特性研究的需求；针对新型存储器件研究的需要,建立了电荷俘

获存储器（CTM）模拟器，弥补了商用TCAD软件在新型存储器件特性模拟方面的不足。

目前研究方向：

1. 纳米尺度集成电路自热效应及可靠性研究：从器件到电路的自热效应影响TCAD模拟和

实验表征分析评估及建模。
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2. 3DNAND 存储阵列器件及电路可靠性：从器件可靠性仿真到阵列电路的失效率分析模

拟，利用TCAD工具对存储阵列工作模式进行优化。

3. 纳米新器件中的输运现象：利用课题组已有的多层次器件模拟工具，评估和优化设计新

结构、新材料器件，建立准弹道特征的输运模型及器件模型。

       作为骨干人员先后参加多项国家973子项目、863项目、国家自然科学基金项目，负责

一项国家自然科学基金科研项目。在器件模型模拟领域取得了大量创新成果，在国内外期

刊和国际会议上发表论文200余篇。
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